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【緒言】 

我々は本大会前報告[1]にて、Rapid Thermal Process (RTP) 後の二段階熱処理における酸素析出

挙動の一段目の熱処理条件(温度・時間) 依存性を明らかにした。また、2017年秋の大会[2]にて、

RTP により導入される空孔の効果を考慮した酸素析出モデルを提案している。本報告ではこの

酸素析出モデルを用いて、今回報告[1]した酸素析出挙動の再現可能性について検討したので報

告する。 

【シミュレーション方法】 

まず、窒素を含む Si結晶について、RTP処理中の点欠陥濃度の変化をシミュレート[3]した。

その結果得られた空孔濃度を基にして、核発生速度 I を空孔濃度(Cv)の 4乗に比例すると仮定し

て、I=A(T) Cv
4で与えた。ここで、A(T)は温度依存の係数である。酸素析出に伴う格子間シリコ

ンの放出、格子間シリコンと空孔の対消滅、空孔窒素及び空孔酸素複合欠陥(VN、VO、VO2)の

形成と乖離、酸素析出物の成長 (Fokker-Planck法) は前報[2]と同じ扱いとし、深さ方向での酸素

析出物の密度分布を求めた。 

【結果】 

図 1 に、酸素析出物密度が 1×10
9 

cm
-3に達するウェーハ表面からの深さの、二段階熱処理に

おける一段目熱処理条件依存性を示す。プロットが実測値、ラインが本モデルによる計算値であ

る。代表例として結晶窒素濃度 7.8×10
14 

cm
-3の結果を示した。実験結果では 1×10

9 
cm

-3に達す

る表面からの深さは 850℃で最も浅くなり、また 850℃より低温側では保持時間に依存するが、

850℃より高温では保持時間依

存性が確認できない。これと比

較して、図 1から、本モデルに

よる計算結果も同様の傾向を

示していることが分かる。本報

告では、このような熱処理温度

依存性を示すメカニズムにつ

いて詳細に検討する。 
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